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【手続補正書】
【提出日】平成30年9月12日(2018.9.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に半導体を形成し、
　前記半導体上に、第１の導電体を成膜し、
　前記第１の導電体上に第１の絶縁体を成膜し、
　前記第１の絶縁体上にレジストを成膜し、
　前記レジストを露光および現像することで、前記レジストの第２の領域および第３の領
域を残存させて前記第１の絶縁体の一部を露出し、
　前記基板の上面に垂直な方向のバイアスを印加し、かつ炭素およびハロゲンを有するガ
スによってプラズマを生成し、前記プラズマによって、前記第２の領域の側面、前記第３
の領域の側面及び前記第１の絶縁体の露出部への有機物の堆積と、前記有機物のエッチン
グとが同時に行なわれ、
　前記有機物、前記第２の領域および前記第３の領域をマスクとして前記第１の絶縁体を
エッチングすることで、第２の絶縁体および第３の絶縁体を形成し、かつ前記第１の導電
体を露出させ、
　前記第２の絶縁体および前記第３の絶縁体をマスクとして前記第１の導電体をエッチン
グすることで、第２の導電体および第３の導電体を形成し、かつ前記半導体を露出させ、
　前記有機物、前記第２の領域および前記第３の領域を除去し、
　前記半導体の露出部上に第４の絶縁体を成膜し、
　前記第４の絶縁体上に第４の導電体を形成し、
　前記有機物は、前記第１の絶縁体の前記露出部においてはエッチング速度が堆積速度を
上回り、前記第２の領域及び前記第３の領域の側面においては堆積速度がエッチング速度
を上回ることを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第２の導電体と前記第３の導電体との間の距離が、前記第２の領域と前記第３の領
域との間の距離の８０％以下であることを特徴とする半導体装置の作製方法。
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